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1. Кінетика фазонних дефектів та радіаційних пошкоджень в квазікристалах

2. Kinetics of phason defects and radiation damage in quasicrystals

Реферат:
1. У дисертаційній роботі запропоновано теоретичний метод знаходження рухливості дислокацій в
квазікристалі з використанням основних співвідношень термодинаміки і гідродинаміки та особливостей
структури квазікристала, наявності вакансій і фазонів. Знайдено вирази для рухливості дислокацій в
ікосаедричному квазікристалі з урахуванням перерозподілу концентрації вакансій та непружних
перетворень, пов’язаних з фазонними деформаціями. Самоподібний розв'язок рівнянь динаміки полів
зміщень дислокації в квазікристалі дозволив знайти безпосередні вирази для внесків пружних деформацій,
в’язкого плину, фазонних дефектів, взаємодії пружних полів з дилатаціями, викликаними вакансіями. На
основі відомих механізмів радіаційного розпухання кристалів описані моделі цього явища в квазікристалах.
Cформульовано систему рівнянь балансу для власних точкових і фазонних дефектів. Показано, що швидкість
розпухання квазікристалів є меншою, ніж швидкість розпухання кристалів. Чисельними методами знайдено



ефективність поглинання точкових дефектів дислокаційною петлею з комплементарним кільцем фазонних
дефектів. Показано, що фазони суттєво зменшують преференціальне поглинання міжвузлових атомів
дислокацією, внаслідок чого квазікристалічні матеріали повинні мати підвищену стійкість до вакансійного
розпухання. Фазонні дефекти розглядаються в моделі незбіжних вузлів в площині зсуву неперіодичної
структури. Показано, що фазони істотно знижують преференс дислокацій до міжвузлових атомів. Тому
очікується, що квазікристалічні матеріали будуть проявляти підвищений опір вакансійному розпуханню.

2. A theoretical method of finding dislocation mobility in quasicrystals is proposed in the thesis using basic
relations of thermodynamics and hydrodynamics and taking into account peculiarities of quasicrystal structure,
the presence of vacancies and phasons. The expressions for dislocation mobility in an icosahedral quasicrystal are
found taking into account the redistribution of vacancy concentration and inelastic transformations related to
phason deformations. Direct expressions for the contributions of elastic deformations, viscous flow, phason
defects, and the interaction of elastic fields with vacancy-induced dilatation are found using the self-similar
solution of equations of dislocation displacement field dynamics in a quasicrystal. Based on the known mechanisms
of radiation swelling of crystals, models of this phenomenon in quasicrystals are described. A system of rate
equations for intrinsic point and phason defects is formulated. It is shown that the swelling rate of quasicrystals is
lower than the swelling rate of crystals. The capture efficiency of point defects by a dislocation loop with a
complementary ring of phason defects is found by numerical methods. It is shown that phasons notably reduce the
dislocation bias to interstitial atoms, hence quasicrystalline materials are expected to have an increased resistance
to vacancy swelling. Phason defects are considered in the model of non-coincident sites in the shear layer of a
non-periodic structure. It is shown that phasons significantly reduce the dislocation bias to interstitial atoms.
Therefore, quasicrystalline materials are expected to exhibit increased resistance to vacancy swelling.
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